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El invento ge refiere & un circuito integrado
que comprende un elemento semiconductor y medios pars
asegurar automdticamente la polarided corrscte de ali~
mentacidn, que comprende dos rectificadores que tienen
el mismo sentido de conduceidn, que estdn conectados enm
tre wna zone de substreto del elemento semiconductor y
dog terminales de alimentacidu.

En un ecirculto integrado conocido de este ti
po log mencionados rectificadores estdn conectados en
deriveeidn con log circuitos de corrients principal da
dos amplificadores & irangistores de un modo tal que
al aplicar una polaridad de alimentacidn, uno de log
smplificadores se hace activo porgue el rectificador
asociado estd al corte, mientras que el otro amplificg
dor queda en cortocirouito por su rectificador asooias-
do.

El objeto del presente invento nc es unios-
mente duplicar pasos amplificadoreg sino asegurar, de
un modo simple, que llega a amplificadores w otros ele
mentos de circuito sobre el cuerpo semiconductor wna
corriente de alimentsoidn de la polaridad sdecuada,

Bl invento estd caracterlizaedo porgue los men
cionados rectificsdores forman parte de un puenits reow
tificador cuyas uniones p-n,; que estdn fornadas ocon la
zona de substrato y estdn incluldas en otrog dos brazos
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del puente,; forman parts de un inyector de corriente que
suninistra corriente & los elementos adicionales de cir
cuito del circuito integrado. El invento egtd basado en
un invento relative 2 inyectores de corriente que estd
descrito en nuestrs Solicitud de Patente espafols Nime
ro 403,026, En contraste con esta proposicidn anterior,
el presente invento se refiere a dos estructuras de in
yootor de corriente estando polarizads la zona inyectyg
ra de una estructurs en el ssntido dirscto ¥ la de la
ofre gn el sgentido inverso con respeeto a la zona de
gubgtrato, estande la propis zong deo substrato coneoty
da 2 loy terwmineles de alimentacidn no diresctumente sinc
por intermedio de los reciificadores antes mencionados.
Es tdenica conocida proporcionar unae polaprl-
dad ds alimentacidn correcta por medio de un puents
rectificador que comprende cuatro rectificadores. EL
inventc hace uso del veconocimisnto de que pueden egw
tar dispusstos log otros dos reotifleadores de e¢nte
puente de modo que sean cepaces de sctuar como inyecto
reg Ge¢ corriente. El término “inyector de corriente®
¢s utilizado aqui eignificando una estruciura multlos-
pa que tiene al menos tres capas sucesivés que egtdn
sgparadas entre g por uniones rectificadoras, ouyas
capas incluyen una primera ogp, & la qus se hace refs
rencis como caps inyectora que estd separada del elenen
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to de circuito a ser alimentado con coerriente por al me
nes una uwnldn rectificadora, y ung segunda capa adya-
cente que se compone de un material semiconductor; a

la que se hace referencia come ecepa intermedia, estendo
conactada la cape inysctore a un terminal de elimentas
¢idn, mientras que son inyectados en la capa intermedia
portadores de carge procedentes dé la capa inyectors y
son abgorbidos por 1la tercers capa del inyeotor de co=-
rriente, & l& gue se hace referencia como cepa eolecto
ra, que estd en posicidn adyacente & la capa intermadia,
¥ una zona de uno de los slexentos de circulic & ser
alimentodos con corriente, & la que se ha hecho referen
cia como zona & ser polarizade, que esdd separada de

la capa inyectora y por tento del terminal de alimenta
¢idén conectado a la misms por &l mnencs dos unionss reg
tificadoras, absorbe,; a travds de wne unidn rectifica~-
dore que limita a esta zouna, portadores de carga de una
de lasg cupas del inyector de corriente y de eato modo
8 alimentada con corriente, estando conectada la menm
clionada zone directamente al trazade de interconsxide
nes nmetdlicus.

Se degoribiran ahors realizaclones del invep
to a modo de ejemple, con rererencia a los dibujos dig
gremdticos que se geompefian, em los cualegs

la Figura 1 es un osquema de disposicidn de
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la estructura de un elemento semiconductor de acuerdo
ton el invento, ‘

La Pigura 2 es una vista en alzado latersl de
la misma,

Ia Pigurs 3 es sl diagrams de circuito equi-
valente de esta sstructura.

La Figura 4 represents una modificacidén de la
barte izquierds del diagrama de circuito represeantado
en la Fligura 3, 7

Legs Piguras 5, 6 y 7 son esguenes de estruo-
turss que corresponden al diagrama de cireuito de la
Figura 4,

Bl elemento semiconductor representado en las
Piguras 1 y 2 comprende un subsirato de polarided n+
sobre el cual ewtd crecida epitaxislmente una zone 4
débilmente impurificada de tipo n. En esta zoms 4 de t1
po n, & la que se hard referencia posteriormente como
zone de substreto, han sido formados transistores ver-
ticales tipo n-p~n y trensistores lateralesp~n-p . Un
terminal 1 de alimentacidn estd conectado o un emigor
5 de un primer fransistor n-p-n cuya base 6 estd oconeg
tada por una interconexidn 3 metdlice e la zona 4 de
substrato que sirve como colector del transisior 5,
6,4. En virtud de esta conexidh, el transistor 5, 6,

4 girve de wodo conocido como diodo Dl rectificador,
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reprasentado en la Figura 3. Similarmente esté conecta
do un terminal 2 de aiimentacidn a un emisor 7 de un
trangisior vertical n-p~n que tiene una base 6 ¥y un o9
leator 4 en comin con el transistor 5, 6, 4. De ests
modo, esbe segundo Iransistor 7, 6, 4, forma el recti-
ficador D2 de la Figure 3. Los terminales 1 y 2 de all
mentacidn estdn tawbidn conectados & regiones 9 ¥ 10 de
tipo b, respectivamente, de inyectorss laterales de c9
rriente, sirviendo las zonas 9 y 10 como capas inyecto
ras y sirviendo la zona portadora 4 como cape interme-
dlia, mientras qus wnas capa 1l colectora de %ipo B, que
rodes & lasg capas 9 y 10 inyectoras, psro que estd se~
parade Ge las mismas por la capa 4 intermedia y por tap
to no estd directamente conectede @ un terminal de all
mentacidn; absorbe los portadores de carga inysctados
¥ los transfiere @ elementos semiconductores a ser ali
mentados con corriente.

Esto se realiza por cuanto la zona 11 (a la
que se hard referencie posteriormente como zona inter-
medie de inyector) se extiende sn yroximldad a un gren
nimero de elementos semiconductores que han de ser ali
nentados de ocorriente y de los cusles solamente sstdn
representados dos en le forma de $ransistores verticgw
leg n~p-n formedos en la zona 4 de substirato, La zong

4 de substrato sirve como emisor de estos trausistores
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verticales, que en las Figuras 1l y 2 tienen sus zonasg
de base designadas por 15 y 16, respectivanmente, y sus
colectores por 17 y 18, respectivamente. Puesto que las
zonzg 15 y 16 de base estdn préximas a la zona 1l colec
tora pero estédn separsdas de la misma por la zona 4 de
substrato, los portadores de carge absorbidos por la
zona 1l alcanzardn parcialmente a lag zonas 15y 16 ¥y
esegurardn asi la alimentacidén de corrisihte a los reg-
pactivos transistores.

En el diagrama de circuito equivalente de la
Figure 3, la estructura 9, 10, 4, 1l esitd representada
como un transistor T3 gue tiene dos emlsores, cada uno
de los cuales corresponde e una de las zonas 9 y 10,
une bage comun, que corresponde @ la zona 4, y un co-
lector comin, que corresponde a la zona ll. Las estruc
turas 4, 15, 17 y 4, 16, 18 corresponden a transistores
T4 Yy TS’ respectivamente, del diagrama de circuito eaui
velente, y las estructuras 11, 4, 15 y 11, 4, 16 correg
ponden & un transistor T de la Pigura 6, sirviendo la
zona 11 como emisor del tramsistor T, la zona 4 de subg
trato como su base y las zonas 15 y 16 como sus colecto
res. Las corrientes absorbidas por los colectores del
transistor T6 son utilizadag para suministrar corrien—
te de base & los transistores T4 Yy TS’ regspectivementa,

pero tambidn indirectamente para suministrar corriente
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de colector al trensigtor T. por cuanto la zona 15 de

base de la estruciura 4, le 17, que corresponde al
Transisdor T4, eagtd conectads mediante una intercons-
xi6n 19 metdlica & la zona 18 de oovlsctor de la estrug
tura 4, 16, 18 que corresponde sl transistor Tsa

La estructura repragentica reguiere un nume~
ro minimo e médscaras ¥ de operaciones de difusidn y
ofrece la gran veniaja de que pusde alimehiarse de co=
rriente g amplia variedsd de elemsatos semiconduttos
Yeg dzl cireuito integrado sin gue e requisda LB fra~
zafo independiente de conexionss metdlicams & vads und
de gs%0s olementos dé circuito. De zste mods, Adloio=
nalmente & los conductores 21 y 22 entrée el terminsl 1
de alimentacidn'y las zones 5 ¥y § y entre el terminal
2 d¢ slimentacidn y las zonas 7 y 10, respeétivaménteg
solemente se requieren interconexionés metdlicas entra
los elementos semiconductores, una de las cuales estd
representada por 19. (Lstos conductores e interconekip
ngs esgtdn representados esquendticaménte eh las Fijgus-
Pas 1 ¥ 2, pero en la prdciica estardn previsstos comd
conductores metalicos sojre una pelicula aislante, por
ejemplo una pelicula de 6xido, sobre el cusrpo semicol
ductor; si se desea, con el rin de reducir la resisiehn
¢la de la zona 11 inyectore intérmedis; esta zoma Pus-

de egtar recubieirtas al menos localmente por un condio=
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tor metdlico en dreas en que este conductor no obstacu
liza al trazado de interconexionss antes mencionados).
El circuito descrito funcions ocomo sigue:
Cuanéo sl cuerpo semicoanductor estd conscta-
do & lp fuente de slimentacidén, siendo, por ejemplo, 6l
terminal 1l positivo cos reaspecto al termimel 2, cirocu-
lard corrisnte desde el terminal 1, a travéds del conduc
tor 21, le unidn p-n entre las zonzs 9 y 4, que estd
polarizeda en gentide directo, la interconexidn 3 y le
unidn p-n eatre las zones 6 y T, que funcionaz en &l
sentido directo, hacie ol terminel 2. Oomo resultudo,
lg, zona 4 de substrwto adopia un potenciel que; salvo
en la calda de tensidn a trevds del diodo Dz, o8 declir
la tensidn de umbral emisor base entre las zones 7 y 6,
g8 izual sl potencial del terminal 2, Dsbido a que la
zona 9 eeid polarizada en sentido directo con reaspecto
a2 la zona 7, gserdn inyectados portadores de carga de
la zona 9 en la zona 4 que serdn absorbidos en gran pro
porcidn por la gzonsa 11, porque esta zone 1l rodes com-
pletamente a la zona 9. De este wmodo, la gona 1l adop-
ta un potencial aproximadsmente igual al de la zona 9,
es decir el del terminal 1. La corriente entrante que
eircule a la zona 1l se divide por ifgual enire lus z0-
nag 15, 16 adicionales dispusstas ceroa de la zona 1L
¥ zonag adiciontiles del tipo p.de elementos de clrouldto
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a ser alimentados con corriente. El borde de inyeccidn
de la zona 11 es grands con respecto sl borde de cada
une de las zonas 15, 16 colectoras y con respecio &
lus de las nmenclonadas zonas ndicionales de Pipo p.
Respecto a esto, le zona 10 abzorberd tambidn parte de
la corriente procedente de la mona 1l que,; comsecuentie
nente, ha de¢ ser considerads cowc una corriente de pér
dida, pere debide a2 que la potencia de ofecto colector
de la zona 10 para portadores de carga de la zons 11
88 pequefia couparade con la potencia de efectc ocolecw
tor de le zone 11 para cargas procedentes de la zena 9,
en otras palabras, debido & que la ganenclia de corrisn
te del transigtor Ts en el estado yepresentadc as con-
sldersblemente mayor que si el transistor TE funciona-
ge en la direccidn inversa, en cuyo c2s0 el smisor y
el coleotor estarian intercambiados, esta corrients de
périida es despreciable en la prdctica.

Cuando se invierts ls polarided de le tensidn
en log terminales 1, 2 d¢ slimentacidn, la construccidn
totalmente simdtrica harz que la zona 11 conbinus de
uk modo similar inyectando carga eh las zonas 15 y 16
& gor alimentadas con worriente.

Con ¢l fin de reducir la caide de tensida a
través de la estructurs 7, 6, 4, es deoir a travds del
dicdo Dz' ent el circulto representado en la Figura 2,

23‘610736 -10-
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los rectificadores Dy y D, estén sustituidos por transig
tores Tl y T2 conectados como rectificadores, estando en
conducecidn bien uno o el otro de estos transistores. Es
tos transistores tienen sus emisores, gque corresponden
allas zonas 5 y 7 respectivamente en las Figuras 1 y 2,
conectados & los terminales 1 y 2 de alimentacidn, reg
pectivamente, mientras que gus bases estdn conectadas
por medio de resistencias Rl Yy R2 a los terminales 2 y
1 de alimentecidn de corriente, respectivamente, es dg
cir cade une 2l terminal distinto al que esid conecta-
do su emisgor. Si ahors, por ejemplo, el terminal 1 es
positivo con respecto al terminal 2, el dransistor Tl
estard fuera de conducocidn, mientras que se provoca la
conduccién del transistor I, por intermedio de la re-
gigtencia R2, pero en sste caso la diferencia de ten-
gidn entre su emisor y su colector; que corresponde &
las zonas 7 y 4, respectivamente, en la Figura 1, es
igual ahora solamente a la caida de tensidn a travds

de un fransistor que acaba de excitarse & saturacidn,
cuya caida de tensidn en la prdctica puede ser, por
ejemplo, de 0,1 voltios, mientras que ern la configura-
cidén de la realizacidn representada en lasg Figuras 1 y
2 es aproximadamente de 0,6 voltios. Lag reslistencias
egtdn dimensionadas de modo que la corriente de base
del transistor T2 és aun pequefia comparada con su Cco-

23.1.73s ~1le
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rrionte emisor colector, pero la tensidn entre la base
y el emisor tieme el mismo signo que la tensibn entre
1ls base y el colector (y es solamente ligeramenie supg
rior a la misma),

En el esqueme de disposicidn representado en
la Figure 5 les resistencies R; ¥ R, ostdn formedas cg
mo extensiones 25 y 20 de las zonus 27 y 28 de base de
lag estructurar de transistor que corresponden a T, 6,
4y 5, 6, 4, respectivamente. El terminal 1 estd consg
tado por un conductor 29 gl emisor 30 de uno des los
transistores p-n-p cuyo colector en sesta catructura eg
t4 tanbida foymado por le zona 4 de substrato y, por
un conductor 31, a una plaquite 32 de contacto sobre la
resisvencia 25 de base. Similarmente, sl terminal 2 es
td conectado por un conductor 33 al emisor 34 del otro
transistor n-p-n y por un conductor 35 a ume plaquita
36 de contacto sobre la resisvencia 26 de basa. la z0-
na 11, cuya funcidén corresponde enteramente & la que
Yiene en el esquema de disposicidh representado en la
Pigura 1, estd pfovista de dedos 37, 38 y 39 que abree
zen parcialmente las zonas 25 y 26.

Suponiendo que la polaridad de alimentacidn
es tal que el terminal 1 es positivo con respecto al
terminal 2, estard aplicada & la zona 25 por interme-
dio de la plagquite 32 de contacto una tensidn‘direeta

23.1.73. = 12w
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gue hace que la zona 27 de base sea polarizade en senti
do directo c¢on respecto a la zona 34 de emisor, de tal
modo ¢ue la estructura 34, 27, 4 se hace conductora y
por tanto la zona 4 de substrato toma sustancialmente
el potencial del terminal 2, Por otra parte, la zona
25; al menos en la proximidad de la plaquita 32 de con
tacto, emitird una cantidad considersble de portadores
de carga dentro de la zona 4 de substrato, qus mon reco
gidos por los dedos 37 y 38 de le zona 1ll. Al mismo
tiempo la estructura de transisior que comprende las
zonas 30, 28 y 4 se hace no conductora, entre otras co
sas, debido a la pequefia diferencie de tonsidn entre
las zonas 4 y 28, de modo que no ciroula sustencialmen
te corriente en egta estructura.

La resistencia de base formada por la zona 26
absorbera, al menos en la proximidad de la plaquita 36
de coniacto, corriente que es inyectada desde log dedos
39 y 39 de la zona 1l en el interior de la zona 4 de
subsgtrato, y esta corriente ha de ser considerada nuve-
vamente como una corriente de pérdida. Pare reducir eg
ta corriente, los dedos 37, 38 y 39 abrazan preferible
ments las zonas 25 y 26 de resistencia solamente en fop
na parcial, como ge indica por lineas discontinuas,
porque debido s la ocaida de tensidn a través de la zo-

na 25 de registencia la diferencia de tensidn de esta

23.10730 “’13"“
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zona 25 con relacidén a la zoma 4 de substrato serd médxi
me en la ﬁroximidad de la plaquite 32 de contacto, de
modo que eoxn esta dres tiene lugar ls mayor inyeccldn

ent 8l interior de la zona 1ll, Conseouentemente, acor-
tando los dedos 37 y 38 no se reduce grendemente la in
yeocidn dtil dentro de la zona 1ll, pero se reduce la
corriente de pérdida que fluye desde los dedos 38 y 39
hacia la zona 26,

Le Figure 6 representa otra solucidn de este
problema que hace posible que sean adiclonalmente reduy
cidas estas corrientes de pdérdidas. En esta realizacidn,
las zonag 27 y 28 de base estdn ampliadas & £in de que
puedan contemner zonas 42 y 41 de resistencia, respecti
vamente, que tienen la forma de porcionas extendidas
(tipc n) de las zonas 34 y 30 de emisor asociadas, reg
peciivamente. El terminel 1 estd aqui también conecta-
do & la zona 30 de emisor de tipo n en el lugar de la
plaquita 43 de contacto y también a la zona 9 de inyeg
cidn de tipo p. Similarmente el terminal 2 eatd coneo-
tado a la zona 34 de emisor de tipo n exm el luger da la
plaguita 44 de contaoto y también @& la zona 10 de in-
yector de tipo p. Los extremos 45 y 46 de las zonas
41 y 42 de resistencia mds alejados de las plaquitas
43 y 44 de contaoto, respectivemente, estén congctados

a las zonag 27 y 28 de base por intermedio de interco-

2,3 ?,l 0_73- -l
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nexiones 27 y 48 metdlicas, respectivamente.

Suponiendo nuevamente que el termimal 1 tiene

polaridad positiva con respecto al terminal 2, la co-
rriente cue circula g travég de la plaquite 43 de con-~
tacto, le zona 41 de resistencia, 1a plaquita 45 de
contacto y la interconexidén 47 metalica, polarizard la
gona 27 de base en sentido directo con respecto a la zo
ng 34 de emisor de t2l modo que la estructura 34, 37,
4 se haoe altamente conductora y la zona 4 de subsgtra-~
to toma sustencialmente el potencial del ferminal 2.
Consecuentemente, la zona 9 do inyector estard polari-
zade en el sentido directo con respecto a lg zone 4 de
substrato, de modo que son inyectados portadores de oay
g8, que son absorvidos por la zona 1l. Sin embargo, la
inclusidn de las zonas 41 y 42 de resistencia en las
zonag 28 y 27 de base, respectivamente, evite que estas
zonas de base den lugar o un efecto colector indesesbla.
Egto e¢s debido, entre otras cosas, &l hecho de que cuan
do le estructura 34, 27, 4, que corresponde al translg
tor T2 en la figura 4, estd en el estado de alie con-
duccidn, se evita la conduccidén ds corriente inverss
por parte del fransistor wl, que corresponde 8 la es-
tructura 30, 28, 4.

Un efecto adicional eg que la zong 6 en lag

Piguras 1 y 2 y las zonas 27 y 28 en las Figurus 5 y 6

2301-73' "'15“‘
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pueden absorber directamente corriente de inyeccidn pro
cedente de la zonm 11, $1 esto es comsiderado come un
fendmeno indeseavle, estas zonas 6 o 27 y 28, han de ag
tar separadas de la zons 1l en une distancis adeonada,
0 ha de adoptarse cire medida para agegurar que se evi
tan eatas corriemtes, por ejemplo por interposicidn de
une zome de tipo p en forma de dedo que puede estar og
nectada & la sone 4 de substravo, Como albernative, sin
embarge, pusde sacarse partido de ssta corriente, como
s representa en la Yigura T, digponiendc las zonas 51
v 52 de bese de las estructuras 5, 5l; 4y 7, 52, 4 npn,
rogpectivemente, on la proximided de la zone 11, de mo
do que perte de la corriente procedents de la wong Ll
eg wiilizede para hacer conduotors la egtructura de
trensistor pertinente. Si, por ejsmplo, &l terminal 1
¢s nuevemente positive con respecto sl terminal 2. la
unisén 9,4 p-n y la unidn 52, 7 p-n egbardn polarisados
en spentido direocto. De este modo; las cuatrod zonés 9,
4, 52 y T forman une estructure p-n-p-n gue pusds ade
qulrir cardcler estable sl se presentz un mimers sufi-
ciente de portadoress de carge libres. Estos portadores
de oargus libres pusden obtenersey por gjemplo, coh&te
tando registenclas s puntos adsousdamente elegidog; el
modo mds gimple d¢ producir estos portedores de teren
libres es aplicer un impulso de injclscidn sufliolente

23.1,73. 16
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mente slio de corta duracidén ertre los terminales de all
mentacidn o irradisr el elemento semiconductor con ra-
diacibn de intensidad suficiente durante un determinado
tlempo. Cuando de este modo ha sido iniciade la inyec-
cién de carga desde la zona 9 de imyector en el interior
dée lao zona 4 de substrato, serdn absorbidaes cargas por
la zona 1l parse ser parcialmente inyectadas auevamente
dentro de la zona 4 en la proximidad de la zona 52, por
la cual son sbsorbidas, oon lo que alcanzurdn el termi
nal 2 de alimentacidn por intermedio de 1= zoma 7. la
corriente de inyeccién procedente de la sona 9 serd

absorbids sustancialmente en su integridud por la zons

"1l comn este zome 1l, sin embargo, alimenta corriente

a un gran ndmero de slementos de circuito (del mismo
modo que el indicado en las Figuress 1 y 2) solamente
ung pequefia porcidn de este corriente alcanzard la zo-
na 52, Esta corriente actuie alll como corrients de ha-
se del transistor vertical T, 52, 4 y puede ser sufi-
clentemente grende pars mantener este transisior en su
estado de alte conduccidn.

En log ejemplos desoritos hesta aqui, la zo~
na 9 0 10 de inyector junto com le zona 4 de substrato
v la zona 11 de inysctor intermedia forma un transistor
lateral. BEn principio, el inyector pusde estar tembldn
digefiedo como transgistor vertical partiendo de un

23.1.73. L]~
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subatrato de tipo p on vez de partir de la capa de tipo
n + de la Figura 2 formendo una capa epitoxial de %ipo
n correspondiente a8 la zona 4 de aubstrato de la Fign-
ra 2 sobre el substrate, y formando en esta capa epita
xial sstructuras de transistbor que corresponden a 15,
17 y 16, 18 de las Figuras 1L y 2, estructuras rectlficg
doras que correspoanden & 3, 4, 5, 6, 7 en lag Piguras
1Ly 2; e inyectores jque corresponden & las zomas 9 y 10
en las Figures 1 y 2 que sstdn similarmente conectadas
a los terminslss de tensidn de alimentacidn. (De estde
modo, se prescinde Ge la zona 1l de las FPiguras 1 y 2).
Cuando es aplicada una tensidn de alimentacldén, las eg
tructuras rectificadoras esegurardn similarmente que

la zone ds substrato epitaxial de tipo n ftoma un poten
cial préxivements Ligual al del terminsl de alimentacidn
negativo, mientras que la corriente procedents de la
zong de inyector comectada al terminal positive de ali
moentecidn alcanzerd, a travds de la zong de subsirato
epltaxial de tipo an, el subsirato de %ipo p y & travéds
del Ultimo servird pare alimentar a las diversas sstrue
tures de tranglstor dispuestas sobre el cusrpo gemi-
conductor. Sin emburge, la ventajs de sste solucidn

de que se prescinde de la gzong 1l eg contrarrestads por
la desventaja de que el funcionamiento de la zons de
subgtrato como conductor de corriente de alimentacidn

23-1.730 *"18“
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de baja resistencia y como emisor de las sstructuras co
rrespondientes a 15, 17 y 16, 18 de la Pigura 1, se reg
liza con una eficiencia congiderablemente menor, porque .
estd ausente el efecto favorable del gubsirato impurifi
cado del tipo n* de la HFigura 2.

Pueden aplicarge & loeg realizacicnes antes
deseritay medldag adicionales descritas en la Soliocitud
de Patente entes mencionada. En particular, la eficlen
¢la es considerablemente augentada rodzando la zone 11
de inyector intermedis y las zonas g ser alimentadas con
corrients por una zona de aislamisnto lupurificeda de
tipo nt representada sombreads en la Figurs 1) la
cual, si se desea, pusde extenderse dentro del subsira
$0 impurificado de¢ tipo n+ e impide sustancialmente la
fuga de las cargas inyectaduas. En la Figura 7 puede to
marse una medids similar ¢on respecto & la zona 11 de
invector intermedis y las sstructuras rectificadoras
5 51, 4y Ty 52, 4.

Obviemente, todas las impurificaciones mencio
nades pueden ser de los tipos opuestos, en cuyo caso se
invertirdn también las polaridades de tensidn. Adicio-
nalmente, si se desea, puede apliocarse une corriente ol
terna de alimentacidn a los terminales 1l y 2; on eate
caso la capacitancia entre las zonas 4 y 1l ¢z awtents
de preferiblemente dotando a estas zonas de plaqultan

23'10731- "’19"‘
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de contacto entre lms cuales se conecta un condensador.
Egta solicitud que corresponde a la presenta

d& en Holanda, el 8 de Enero de 1972, bajc el nlmero

72 002 94, se acoge a los beneficios del art® 51 del

vigente Estatuto sobre Propiedad industrial.

REIVINDICACIONEES

Los puntos we invencidn propia y nueva que
ge presautan pura oue sesn objeto de esta molicitud de¢
Patente de Invencidn en Espafin, por VEINTE afos, son
los que s8¢ recogan en las reivindicmoliones siguientesn:

18,.~ Digposicidn de circuite integrado que
comprende un elemento semiconductor y medios para ase-
gurar automdticamente la polaridad de alimentacidn adg
cuada que comprende dos rectificadorss conectados entre
une zona de substrato del elemento semiconductor y dos
terminales de alimentacion, caracterizada porque los
mencionados rectificadores forman parte de un puente
rectificador cuyas uniones p-n ¢ue estdn formadas con
la zona de substrato y estdn incluidas sn otros dog
brazos del puente, forman parte de un inyector de so-
rriente que suminisgtra ocorriente o elementos de eirenl

23.11731 "”20"'
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to adicsionules del ciwculito imtegrado.

2%,~ Una disposicidn de acuerdo con la reivin
dicscidn 12, carscterizade porque los inyectores de co
rriente toman le forma de trensistores lateralas.

38,~ Una disposicidn de acuerdo con la rei-~
vindicacidn 22, caracterizado porque el inyector de co
rriente incluye una zona que tiene un dres de borde gue
es grande con respecto & la de cade una de las zonasg a
ser alimentadas de corriente de los mencionados elemen
tos de circulito adicionales.

48,~ Une disposicidn de acuerdc con la rei-
vindicacidn 12, la reivindicacidn 22 o la reivindica-
cidn 38, caracterizads porque los dos rectificadores
primeramente mencionados estdn en la forma de transig-
tores verticales cuyos colectores estdn formados por
la zona de substrato, cuyecs emisores estdn comectados
& los terminales de aslimentacidn y ouyas bases estdn
conectadas en cohexidn cruzada a los mismog & través de
resistencias,

58,~ Une disposicidn de acuerdo con l& rei-
vindicacién 48, caracterizade porque las mencionadas
resistencias estdn en la forma de extensiones de las
zonag de base de los mencionados tranpistores verticaw-
les dispuestos en la zona de substrato.

68,~ Una disposicién de acuerdo con la rei-

2361.73s a0 2]
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vindicacidén 58, caracterizada porque estas extensiones
forman parte tambidn del inyector de corriente.

7.~ Una disposicién de acusrde con la rei-
vindicacién 58, caracterizada porque las mencionadas
resistencias estdn formadas como extensiones de las %o
nag de emipor de 1los mencionados transistores veritica-
les en islas gque formanm las zonas de base,

88,- Una disposicidn de acuerdc oon la rei-
vindicacidn 128, la reivindicaoidn 2%, o la reivindica-
cldén 32, caracterizada porque los mencionados rectifics
dores son fransistores verticales dispuesis en 1a zone
de mustrato tan proximos sl inyector de corriente pars
que sean alimentadog por é1l con las corriente de hase
requeridas.

g8.~ Una disposicidn de ecuerdo com cualqulersa
de las reivindicaciones precedentes, caracterizada pop
gue el inyector de corriente junto con las zones & ser
elimentadas de corriente de los mencionados ¢lementos
de circulto adicionales estd rodeado lateralmente por
une zona altamente impurificada que evite ls fuge de
las corrientes de inyeccidn.

108,~ Una digposicidn de acuerdo com cualgulers
de las reivindicaciones precedentes, adecuads pare all
mentacidn de corriente alterna, caracterizada porque eg

td conectedo un condensgedor entre una zons de inysocidn

23.1.73, 22




23-10730

del inyeotor de corriente y la zona de substrato.
1lle,—~ "DISPOSICION DE CIRCUITO INTEGRADOM.
Tal y como se ha descrito en la Memorie que
antecsde, representude en los dibujos que se acompsiian
y pera los Ifines que se han espacificado.
Este Momoria consta de veintitres hojas eg-
¢ .
oritas a magquinz por wna mola cara.madrm; 1 FEB, 1973
Pebos
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